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RINGKASAN

Pengaruh Ketebalan Lapisan-i Pada Perhitungan Karakteristik Arus-Tegangan
Sel Surya Tipe p-i-n Menggunakan Metode Elemen Hingga; Yetik Herawati,
071810201066; 2014: 43 halaman; Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan llmu
Pengetahuan Alam Universitas Jember.

Krisis energi akan dihadapi manusia saat ini dan saat mendatang. Divais sel
surya merupakan salah satu penghasil energi alternatif untuk mengatasi masalah
tersebut. Sel surya pertama kali dikembangkan menggunakan kristal silikon dengan
tipe persambungan p-n. Namun untuk saat ini struktur p-i-n lebih banyak digunakan
dibandingkan struktur p-n. Dalam pengembangannya ada beberapa parameter penting
yang perlu diperhatikan, dimana parameter tersebut memberikan kontribusi cukup
besar terhadap karakteristik keluaran sel surya. Parameter tersebut berupa ketebalan
lapisan-p, ketebalan lapisan-i, celah pita optik lapisan-i, dan mobilitas pembawa
muatan. Pada penelitian ini akan dikaji pengaruh ketebalan lapisan-i terhadap
distribusi  konsentrasi pembawa muatan dari sel surya, sehingga diperoleh
karakteristik 1-V (arus-tegangan) dari divais tersebut dengan basis material yang
digunakan adalah kristal silikon pada tipe persambungan p-i-n.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisika Komputasi, Jurusan Fisika,
Fakultas MIPA, Universitas Jember mulai 20 Oktober 2012 hingga 10 September
2013. Penelitian dilakukan dengan dua tahapan vyaitu: (1) menentukan grafik
distribusi konsentrasi pembawa muatan terhadap variasi ketebalan lapisan-i 1 pm, 2
um, 3 um dengan menyelesaikan persamaan Poisson dan persamaan kontinuitas
menggunakan aplikasi berbasis metode elemen hingga, (2) Menghitung karakteristik
I-V terhadap variasi ketebalan lapisan-i pada nilai pengamatan tegangan keluaran
tertentu.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa grafik distribusi konsentrasi pembawa

muatan yang dihasilkan hampir sesuai dengan grafik distribusi konsentrasi pembawa
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muatan hasil simulasi yang dilakukan oleh Hack dan Shur (1985). Akan tetapi, pada
beberapa tegangan keluaran grafik distribusi konsentrasi pembawa muatan elektron
mengalami penurunan ketika memasuki daerah persambungan p-i dan persambungan
i-n. Sedangkan untuk karakteristik arus-tegangan dapat diketahui bahwa tegangan
keluaran yang dihasilkan berbeda dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh
Sanchez (2001). Orde dari tegangan keluaran yang dihasilkan pada simulasi ini
terlalu kecil. Namun karakteristik 1-V yang dihasilkan sudah sesuai dengan trend I-V
dari sel surya, yaitu besarnya arus semakin mengecil dengan bertambahnya tegangan
keluaran. Dari grafik I-V dapat diketahui bahwa pada saat lapisan-i ditingkatkan dari
1 pm ke 2 pm nilai arus yang dihasilkan menurun, sedangkan ketika lapisan-i

ditingkatkan dari 2 um ke 3 pum nilai arus yang dihasilkan meningkat.
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